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１．概要（Summary） 

我々の研究グループはシリコンナノワイヤ構造を用い、

熱電発電デバイスの開発を行っている。その中、界面寄

生熱抵抗を抑制するために、シリコンナノワイヤデバイス

の加熱部にスパッタ装置を用いて金属/絶縁膜を兼ねた

多層構造フィルムを堆積させ、熱極を形成している。この

ような構造によって、発電部の両端はさらに温度差がつく

のではないかと狙い、より熱伝導率が高い熱伝導フィルム

の設計を行っている。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 高速マスクレス露光装置 

 全自動スパッタ装置 

【実験方法】 

・ 熱伝導薄膜堆積, EB 描画 NIMS微細加工プ

ラットフォーム 

・ ナノワイヤエッチング 早稲田大学ナノ理工学研

究機構 

室温でSOI基板の上に、300 nmの金属層、10 nmの

接合層と 30 nm の絶縁層という順で連続成膜した。スパ

ッタは Ar 雰囲気、圧力 8.8*10-2 Pa、RF パワー 300 

W の条件で行った。作製したサンプルは以下の通り：  

（i） Al or Cu/Ti /SiO2/SOI 

（ii） Al or Cu/Ti /AlN/Ti /SOI 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製後のサンプルを FDTR 法を用いて熱抵抗の測

定を行った。Fig. 1 に測定した結果を示す。Al/Ti/SiO2

のサンプルは最も低い熱抵抗を表し、一番組み合わせと

考えられる。 

 

Fig.1 Measured thermal resistance of 4 samples by 

 method. 
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